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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛИ
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА
СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма НАНООПТОЕЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КРЕДИТИ (ECTS): 2
КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	I
	2
	30

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	
	
	

	Общо часа:
	
	2
	30

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ


Курсът има за цел да запознае студентите с новите направления в технологиите за получаване на наноматериали за електрониката, медицинската диагностика и микророботиката. Едновременно с това ще бъдат разгледани нови методи за изследване на структурни и физични свойства на монокристални нанослоеве с приложение в оптоелектрониката, интегрални схеми с висока степен на интеграция, сензотехниката и интегралната оптика. Ще бъдат представени нови технологични методи и решения за създаване на архитектура на активни и пасивни електронни елементи.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Лекции
	

	1
	Основни модели за образуване на кристални зародиши и адаптацията им за получаване на наноразмерни слоеве и структури. Модели на Странски-Кръстанов, Бартон-Кабрера-Франк, Ван дер Мерве. Самоориентация на кристалните зародиши при коалесценция. Симулация на образуване на кристални зародиши при различни термодинамични условия.
	6

	2
	Точкови и линейни структурни дефекти в нанослоеве и наноструктури. Образуване на локален и линеен заряд при генерация на структурни дефекти.
	4

	3
	Израстване на нискоразмерни кристални квантови структури (плоскости, нишки, точки) за оптоелектронни дискретни и интегрални прибори. Примери на GeSi, A3B5, A2B6, A4B4.
	4

	4
	Атомарно-лъчева и молекулярно-лъчева епитаксии като основни методи за израстване на наноразмерни полупроводникови слоеве за оптоелектрониката. Моделиране на кристален растеж. Адаптация на металоорганична епитаксия и други химични методи за нанотехнологии.
	6

	5
	Технология на полупрозрачни метални контакти за полупроводникови оптоелектронни прибори. Методи , контрол и надеждност.
	3

	6
	Високотехнологични методи за формиране на дискретна и интегрална архитектура на полупроводникови оптоелектронни прибори на нискоразмерни структури. Електронолитография, йонолитография, лазерна литография.
	3

	7
	Методи за контрол на израстване и охрактеризиране на нискоразмерни полупроводникови структури. Тунелна микроскопия, сканираща и трансмисионна микроскопия, Раманово разсейване, елипсометрия.
	4

	
	Общо:
	30


В. Формата на контрол е: изпит 

На студентите се задава предварително основен въпрос (един ден преди изпита), който те подготвят, както по преподавания материал, така и от допълнителна литература по техен избор. Процесът на изпита протича като събеседване  по основния въпрос и кратки странични въпроси от преподавания материал, свързани с основния въпрос и се допълва от отговорите на страничните въпроси.

Г. Основна литература:

1. Записки от лекциите, които са изградени върху отпечатани статии в международни списания.

2.   “Nanotechnology” (Global Strategies, Industry. Trends and Applications) by Jurgen Schute

3.   “Introduction in nanotechnology” by Charles P. Poole Jr. and Frank J. Owens

4. 
Подготвя се монография по полупроводникови наноматериали и прибори за наноелектрониката
Д.  Допълнителна литература:
Научни статии от специализирани списания
Съставил програмата: 

Дата: 6.03.2006 г.





/Проф. дфзн Ангел Попов./
